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GaN基板は、LED、LD、パワーデバイスなどの高性能 GaNベースのデバイスで多くの注目を集

めている。しかし、GaN 基板の価格は依然として非常に高価であり、デバイスの基板としての普

及を妨げている。GaN 基板作製の問題点は、GaNと熱膨張係数及び格子定数が一致する下地基板

が存在しないことである。さらに、下地基板からの GaNの分離が困難であるため、製造プロセス

における GaN基板の歩留まりも重要な課題となっている。上記の問題を解決するための候補とし

て、ScAlMgO4基板が挙げられる。ScAlMgO4基板は、GaNと熱膨張係数差が小さく、基底面に劈

開性があるためである。また、我々は、ハイドライド気相成長（HVPE）法における SiO2マスクパ

ターンを使用したファセットおよび平坦化成長（FF成長）技術による高品質 GaN基板の成長に焦

点を当て、104 cm-2オーダーの転位密度の領域を有する GaN基板を実証した[1]。今回は ScAlMgO4

基板と HVPEによる FF成長を組み合わせて自立 GaN基板の作製を行ったので報告する。 

まず、有機金属気相成長（MOVPE）法により ScAlMgO4基板上に GaN層を成長させた。続いて、

GaN基板の転位密度を低減するために、GaNの a軸に平行な 210 μmの周期を有する SiO2ストラ

イプパターンを形成した。その後、HVPE法と FF成長技術を用いて厚膜成長を行った。 ScAlMgO4

基板上の GaN層の FF成長の模式図を図 1に示す。図 2は実際に成長させた GaN層の断面蛍光顕

微鏡画像を示している。パターニングを施した ScAlMgO4 基板上で FF 成長を行ったところ、

ScAlMgO4基板から GaN層が自発分離した。自立 GaN層は、GaNと ScAlMgO4の界面近傍で分離

していた。分離した GaN基板の 0002回折及び 10-12回折の X線ロッキングカーブの半値全幅は、

どちらも 150 arcsec未満であった。以上から、ScAlMgO4基板と SiO2マスクパターンの組み合わせ

は、効果的な高品質自立 GaN基板の製造方法となることが分かった。 
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図 1 SiO2マスクパターンを用いた 

ScAlMgO4基板上での GaN成長の模式図 
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